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^ (57) Abstract: The invention relates to a support device (1) for a moriolithically integrated circuit with connecting areas, which 
^ are provided in the form of platforms (2, 2'), for bondable contacts (5, 6). Said platforms (2, 2') arc elevated with regard to a chip 
O contacting area on the support device (1) and have steep flanks (3). 

(57) Zusammenfassung: Tragereinrichtung (1) fiireine monolithisch integrierte Schaltung mit als Podeste (2, 2') ausgebildeten 
Anschlussbereichen fiir bondbare Kontaktc (5, 6), wobei die Podeste (2, 2') gegcniiber einem Chip-Kontaktierungsbereich auf der 
^ Tragereinrichtung (1) crhoht sind und stcilc Flankcn (3) aufwcisen. 
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Tragereinrichtung fur monolithisch integrierte Schaltungen 

Die Erfindung betriflt eine Tragereinrichtung fur eine monolithisch integrierte Schaltung, wobei die 
5 Tragereinrichtung mit der monolithisch integrierten Schaltung, dem Chip, mittels eines 

thermoplastischen Kunststoffes umspritzt wird. Die Kunststofiumhiillung client dabei als Gehause 
und die mit der metallischen Tragereinrichtung verkoppelten AnschluBbeine, die iiber 
Bondverbindungen mit den Bondkontakten der monolithisch integrierten Schaltung gefuhrt sind, 
bilden die elektrischen Gehauseanschliisse. Bei vielen Schaltungen ist es erforderlich, dafi das 

1 0 Bezugspotential der monolithisch integrierten Schaltung, das in der Regel das Massepotential oder 
eine Versorgungspotential ist, moglichst homogen und nicht gestort ist Damit dies bei alien 
Betriebszustanden moglichst gut erreicht wird, sind die meisten monolithisch integrierten 
Schaltungen nicht nur iiber ihre Ruckseite iiber die Tragerplattform an das Bezugspotential 
angeschlossen, sondern die Schaltung selbst ist iiber eine Vielzahl von Zusatzverbindungen an die 

1 5 Tragerplattform angeschlossen. Dies erfolgt in der R^gel iiber Bondverbindungen von 

Bondkontakten der Chipoberflache auf die Tragerplattform. Damit eine gute Haftung der meist aus 
Golddraht bestehenden Bondverbindungen auf der aus Kupfer bestehenden Tragerplattform erreicht 
wird, ist diese mit einem diinnen Belag aus Silber, Gold oder einem anderen geeigneten Material 
veredelt. 

20 

Schaltungen mit einer hoheh Leistungsaufeahme konnen im Betrieb Kristalltemperaturen bis 150 
Grad Celsius und mehr erreichen, wahrend im stromlosen Zustand die Schaltung ihre 
Umgebungstemperatur annimmt, die beispielsweise im Kraftfahrzeugbereich bis -40 Grad Celsius 
herunter gehen kann. Die Folge sind mechanische Spannungen zwischen den einzelnen Materialien, 

25 weil diese unterschiedliche Warmeausdehnungskoeffizienten aufweisen. Dieser Effekt verscMrft sich 
mit der GroBe der monolithisch integrierten Schaltungen. So treten Scherkrafte zwischen den 
einzelnen Schichten des Gehauses, des Chips und der Tragereinrichtung auf. Besonders gefahrlich 
sind dabei die Scherkrafte, die zwischen der PreBmasse und der Metallisierungsschicht der 
Tragereinrichtung auftreten, weil dort die Haftungskrafte relativ gering sind und die thermische 

30 Ausdehnung des metallischen Belags auf der Plattform sehr unterschiedlich zum 

AusdehnungskoefiBzient des dariiberliegenden Kunststoflfes ist. Dies wirkt sich insbesondere auf die 
Bondkontakte auf der Tragerplattform aus. Die Folge bei vielen thermischen Zyklen ist, daB 
schlieBlich eine Trennung (=Delamination) des Kunststoflfes von der BelagoberflSche erfolgt und 
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damit eine Relativbewegung ermdglicht wird. Die einzigen mechanischen Fixpunkte stellen nun die, 
Bondkontakte auf der Plattfonn dar, die damit naturlich uberfordert sind und sich schlieBlich 
ebenfalls losen, wodurch die dortige Verbindung unterbrochen wird. Damit kann aber das geforderte 
gleichfSrmige Bezugspotential nicht mehr eingehalten werden, so daB sich die Funktion der 
5 Schaltung zunehmend verschlechtert bis sie schlieBlich sogar ganz ausMen kann. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, hier auf moglichst einfeche und kostengiinstige Weise Abhilfe 



1 0 Die Losung der Aufgabe erfolgt dadurch, daB die Bondverbindungen vom Chip auf die 

Tragerplattform nicht mehr direkt gefuhrt werden, sondern statt dessen auf mit der Tragerplattform 
verbundenen Podeste. Die Podeste sind die gegenuber der Plattformebene erh6ht und bilden durch 
ihre relativ steilen Flanken gegenuber lateralen Bewegungen einen mechanischen Fixpunkt im 
Bereich der jeweiligen Bondkontakte. Die erforderliche Hohe ergibt sich aus den elastischen und 
1 5 plastischen Eigenschaften des Kunststoffes und kann im Versuch optimiert werden. Sinnvoll ist dabei 
eine Hohe, die etwa im Bereich von 1/10 der Chip-Hdhe bis zur Chip-Hdhe selbst liegt. Oder wenn 
das Podest durch einen Zieh- oder PreBvorgang mit einem stempelartigen Werkzeug bei der Frame- 
Herstellung gebildet wird, dann entspricht die Hohe etwa 1/10 der Materialdicke des TrSgers bis 
maximal zu dessen Materialdicke selbst. Diese Grenzen ergeben sich dadurch, daB bei einer zu 
20 geringen Hohe der Podeste sich deren Ubergang nicht mehr steilflankig genug ausbildeai laBt und 
andererseits bei einer zu groBen Hohe das Material in der Flanke zu dunn wird oder gar reifit. Je 
steiler die Flanken sind, desto besser ist naturlich die Wirkung des Podestes als Fixpunkt, aber das 
hangt naturlich auch von den Materialeigenschaften des verwendeten Kunststoffes ab. Es ist sogar 
moglich, daB Flanken mit einem Winkel von mehr als 90 Grad herstellbar sind, beispielsweise durch 
25 UnterStzung, ein geeignetes Abbordeln oder ein nachfolgeaides Stauchen. Wichtig sind auch die 
Ubergange an der oberen und unteren Kante der Flanke, die moglichst nur geringer 
Verrundungsradien aufweisen sollen, weil ansonsten zur Scherkomponente noch eine vertikale 
Komponente hinzukommt, die das Abheben der Bondkontakte auf den Podesten wieder begiinstigt. 
Die optimale Flankenhohe und ihre Steilheit, die mindestens 45 Grad betragen sollte, hangen somit 
30 zusammen. Selbstverstandlich ist es fiir die Fixpunktfunktion besser, wenn auf der Tragereinrichtung 
eine Vielzahl von Podesten vorhanden ist, auch wenn nicht alle Podeste der Kontaktierung dienen. 
Die Podeste fur sich, also auch ohne Kontaktierung, sind eine geeignete MaBnahme gegen andere 
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Nachteile der Delaminierung, durch die beispielsweise Feuchtigkeit kapillar in das Gehause 
eindringen kann. 

Die Podeste bilden kleine Ebenen, die parallel zur Tragerplattform ausgerichtet sind und 
5 gegebenenfells auch mehrere Bondkontakte, zum Beispiel solche mit einer „Kugelbondung" (=Stand 
Off Stitch Bond) zulassen. DaB mehrere Kontakte auf einem Podest moglich sind, ist kein 
Widerspruch zu der eben genannten Forderung nach einer Vielzahl von Podesten. Denn haufig ist es 
so, dali die Niederohmigkeit nur durch Parallelbondungen zu dem jeweiligen Chip-AnschluB 
erreichbar ist und dann sollen die zugehdrigen Bonddrahte auch moglichst kurz und induktivitatsarm 
1 0 sein. 

Wenn die Podeste am Rand der Tragerplattform liegen, ist es moglich, sie durch eine Art Abbiege- 
oder Abkantvorrichtung herzustellen, beispielsweise durch Umbordeln spezieller Tragerbereiche am 
Rand der Plattfonn. Eine andere Moglichkeit, die auf die Starke des Tragermaterials keine Rucksicht 
1 5 nehmen muB, ist die Herstellung der Podeste durch Materialauftrag, beispielsweise durch Aufloten, 
Aufschweifien oder Aufkleben von separaten Podesten. 

Das Vorhandensein der Podeste erleichtert auch eine selektive Veredelung der Tragereinrichtung, 
z.B. durch Versilbern oder Vergolden. Die Veredelung kann durch die Formabweichung der Podeste 
20 von der ubrigen Tragerplattform leichter auf die Podeste beschrankt werden, wodurch die ubrige 

Tragereinrichtung von der Veredelung ausgespart wird. Neben der Materialeinsparung wird dadurch 
insgesamt eine bessere Haftung des Kunststoffes erreicht, denn das auf der Trageroberflache 
vorhandene Kupfer-Oxyd weist gegenuber dem Kunststoff eine deuthch bessere Haftung auf als die 
gangigen Veredelungsmateriahen. 



Ein weiterer Vorteil der Podeste ist die Verringerung der unterschiedlichen Hohen bei der Bondung 
vom Halbleiterkristall auf die AnschluBbeine und die Tragerplattform. 

Die Erfindung und vorteilhafte Weiterbildungen werden nun anhand der in den Figuren der 
30 Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert: 

Fig. 1 zeigt als Ausschnitt einen Querschnitt durch ein Podest, 

Fig. 2 zeigt in Aufsicht ein Podest mit Mehrfachbondung und 

Fig. 3 zeigt in Aufsicht eine Tragereinrichtung mit einem Chip und mehreren Podesten. 
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Fig. 1 zeigt als Ausschnitt schematisch einen Querschnitt durch eine Tragereinrichtung 1 mit einem 
5 Podest 2. Die Schnittlinie lauft dabei durch das Podest 2, das mittels eines Stempelwerkzeuges bei 
der Frame-Herstellung ausgeformt ist. Die Hohe hp des Podestes mit 120 Mikrometer ist im 
dargestellten Beispiel etwa 1/3 der Tragerhohe h, die hier etwa 250 Mikrometer aufweist. Das 
Optimum der Podesthohe hp im Vergleich zur Materialstarke h der Tragereinrichtung 1 liegt etwa in 
einem Bereich von 1/5 bis zur doppelten Materialstarke h. Im Vergleich zur derzeit iiblichen Kristall- 
1 0 Hohe von etwa 300 Mikrometer entspricht das etwa einem Bereich von 1/10 dieser Kristallhohe bis 
zu derem 1,5-fachen Wert. Damit sich das Podest zur Mehrfechbondung eignet, muB es eine 
ausreichende Lange und Breite haben, da fiir jeden Bonddurchmesser etwa 35 Mikrometer zuziiglich 
einem erforderlichen Bondabstand benotigt wird. 

1 5 Fig. 2 zeigt in Aufeicht ein Podest 2 mit acht Bondungen 4. Die zu den Bondungen 4 gehorenden 
Bonddrahte 5 bzw. 6 zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Mit diesem Podest 2 konnen somit zwei 
unterschiedliche Chips auf der ausschnittsweise dargestellten Tr&gerplattform 1 uber 
Mehrfachbondungen mit ihr verbunden werden. 

20 Fig. 3 zeigt schlieBlich in Aufsicht eine als Plattform ausgebildete Tragereinrichtung 1 mit einem 

einzigen Chip 7, das schematisch eine monolithisch integrierten Schaltung darstellt. Die zehn Podeste 
2 bzw. V befinden sich am Rande der Plattform, wobei sich die Anordnung der Podeste 2, 2 6 an die 
Gegebenheiten der monolithisch integrierten Schaltung anpaBt Die Kontaktierungen vom Chip 7 zu 
den Podesten 2 sind als Mehrfachbondungen ausgefiihrt. Wird die gleiche Tragereinrichtung 1 fur 

25 verschiedene Schaltungen verwendet, dann schadet es nichts, wenn einige der Podeste 2, 2' nicht 
kontaktiert werden. Sie stellen im Gegenteil zusatzliche Fixpunkte dar, die im Sinne der Erfindung 
sogar von Vorteil sind. Das Podest 2 C ist ein Beispiel fiir ein nicht kontaktiertes Podest. Wie bereits 
erwahnt ist die Verwendung voii nichtkontaktierten Podesten V auch dort von Vorteil, wo lediglich 
eine Abhilfe gegen die Delamination benotigt wird. Von den unterschiedlichsten Bondverbindungen 

30 die liber die AnschluBbeine (=Leadfinger) 8, 9 oder 10 zu den Signalein- oder Signalausgangen des 
Chips 7 und die Tragerplattform 1 gehen konnen, sind zur Verdeutlichung lediglich einige Beispiele 
dargestellt. 
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1. Tragereinrichtung (1) fur eine monolithisch integrierte Schaltung (7) mit als Podeste (2, 2*) 
ausgebildeten AnschluBbereichen fur Kontakte (5, 6), wobei die Podeste gegenuber einem Chip- 

5 Kontaktierungsbereich auf der Tragereinrichtung (1) erhoht sind. 

2. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste (2, V) Flanken 
(3) mit einem Winkel (a) von mehr als 45 Grad gegenuber der Ebene der Tragereinrichtung (1) 
aufweisen. 

10 

3. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste (2, 2') 
jeweils eine ebene Oberflache aufweisen, die parallel zur Ebene des Chip-Kontaktierungsbereiches 
ausgerichtef ist und mindestens die Aufhahmeflache fiir einen einzigen Kontakt (5, 6) aufweist. 

15 4. Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohe 
(hp) der Podeste (2, 2') zwischen einem 1/10 der Kristall-Hdhe und dem 1,5-fachen der Kristall- 
Hflheliegt. 

5. Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohe 
20 (hp) der Podeste (2, 2') im Bereich von 1/5 bis zur doppelten Materialst&rke (h) der 

Tragereinrichtung (1) liegt. 

6. Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste 
(2, T) eine mittels eines Stempels oder einer Abbiegevorrichtung gebildete lokale Verformung der 

25 Tragereinrichtung (1) darstellen. 

1, Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Podeste 
(2, 2') mittels eines Materialauftrags auf die Tragereinrichtung (1) gebildet sind. 

30 8. Tragereinrichtung (1) nach einem der Ansprttche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Tragereinrichtung (1) nur im Bereich der Podeste (2, V) eine fur die Bondbarkeit vorgesehene 
Veredelung, insbesondere Silber oder Gold, aufweist. 
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9. Tragereinrichtung (1) nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB auf der 
Tragereinrichtung (1) mindestens ein nichtkontaktiertes Podest (2') vorhanden ist. 

10. Tragereinrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragereinrichtung (1) 
5 nur nichtkontaktierte Podeste (2*) enth&lt, die insbesondere als Fixpunkte gegenixber einer 

Delaminierung dienen. 
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